ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
EXAME INDIVIDUAL DE INGRESSO NA POS-GRADUACAO
AREA DE MICROELETRONICA

DATA:

Observacoes:

1) Sem consulta

2) Duracao:

3) A prova consta de 25 questdes de multipla escolha.

4) Devem ser escolhidas 16 questdes do conjunto de 25 nos temas Circuitos elétricos (5 questdes),
Eletronica (5 questoes), Calculo (5 questdes), Programacio (5 questoes) ¢ Quimica e Materiais (5
questoes).

5) Caso necessario, utilize o espaco em branco abaixo de cada questdo como rascunho.

Indique na lista abaixo as 16 questdoes que vocé escolheu. Somente elas serdo consideradas na
avaliacao.

Questao 01 (no. ) :
Questao 02 (no. ) :
Questao 03 (no. ) :
Questao 04 (no. ) :
Questao 05 (no. ) :
Questao 06 (no. ) :
Questao 07 (no. ) :
Questao 08 (no. ) :
Questao 09 (no. ) :
Questao 10 (no. ) :
Questao 11 (no. ) :
Questdo 12 (no. ) :
Questao 13 (no. ) :
Questao 14 (no. ) :
Questao 15 (no. ) :
Questao 16 (no. ) :

Nota:

Resultado:

A seguir, apresentamos cinco questoes-exemplo de exames passados, uma referente a

cada tema: ao final, as suas respostas.




Tema Quimica e Materiais

1) O n.° de vacancias em equilibrio por metro ctibico de Si, a uma temperatura de 450 °C ¢ de
aproximadamente 1,78x10**. Considerando que o seu peso atdmico e densidade (a 450 °C) sdo de
28,09 g/mol e 2,33 g/cm3 , respectivamente, constante de Boltzmann de 8,62x107 eV/atomo, qual o
valor da energia de formagao de uma vacancia no Si nessas condigdes?

a) 0,64 eV/atomo

b) 0,32 eV/atomo

¢) 6,40 eV/ atomo

d) 1,92 eV/atomo

e) n.d.a.

Tema Programacao

2) Os “ntmeros de Lucas” s@o definidos pela seguinte formula de recorréncia:

F()=1

F(2)=3

Fn)=F(n-1)+F(n-2), paran=>3.
Assim, os primeiros nimeros desta sequéncia sdo: [1, 3,4, 7, 11, 18, ...]. O seguinte programa 1€ um
numero n >3 e imprime o nimero de Lucas F(n) correspondente.
Exemplo: Entrada: n=4. Saida: F(4)=7.
Para que o programa funcione corretamente, as duas caixas cinzas do programa devem ser
preenchidas respectivamente com quais comandos? O programa esta escrito em duas linguagens: C

na coluna esquerda e pseudocddigo na coluna direita.

#include <stdio.h> Programa Lucas;

int main() inteiro n,f,g,h,i;
{ int n,f,g,h,i; inicio

=1; =1;

g=3; g=3;

h=0; h=0;

printf("Entre n (n>=3): "");
scanf('" %d",&n);
for (i=3; i<=n; i++) {
[ ]
f=g;
]
}

printf("F(%d)=%d\n" ,n,h);
return 0;

imprima("Entre n (n>=3): ");
leia(n);
para i=3 até n

[ ]

f=o:

[ ]
fim
imprima("F(",n,")=",h);

fim

}

a) g=f+g h=f
b) f=h g=ftg
c)g=ftg h=g
dh=f g=fig
e)h=frg g=h




Tema Eletronica

3) Baseado exclusivamente no circuito apresentado e nos dados fornecidos, assinale a alternativa
correta.

v
L) P Vop =10V
VGG = 4,5V
2 V=1V
——O
Ly W/L =10

. |: T Ip=1mA
Vos  Rp=5kQ

Viie: St ) "
- I = R, = 5kQ
= — = R, = 10kQ

A corrente na porta do transistor MOS (/¢), a tensdo entre porta e fonte (Vgs) € a tensao entre dreno
e fonte (Vps) sdo, respectivamente:

a) 0,5mA; 1,5V e2,5V.
b) ImA; 3,0 Ve 4,5V.
c) ImA; 5,0 Ve 5,0V.
d) OmA; 3,0Ve5,0V.
e) 0,1mA; 5,0Ve3,0V.

Tema Circuitos Elétricos

4) O circuito da figura 2 tem uma fonte de corrente (ligada num instante muito anterior a ¢ =

0) dada por i (¢r)=20[1-H ()] (mA,ms) onde H(?) ¢ a fun¢do degrau ou funcdo de Heaviside. A

corrente no indutor i,(0_) é:

a) 10 mA A m}
b) 20 mA
¢) 100 mA i) ® 1 00@% 100
d) 200 mA _
Ir
e) 20 mA
B



Tema Calculo

5) Para a fungdo y(x), encontre o valor de x (em termos de A e B) para o valor minimo da func¢ao:
A B

X)=—75——
y(x) JRERC

a) x=(2B/A)°

b) x=(A/B)*
¢) x=(B/A)®
d) x*=2A/B

e) x=(12A—-6B)

Respostas:

N AW N
1
(=PRI =PRI



